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※概要（Summary ）： 

グラフェン表面にフッ素原子を付加した、フッ化グ

ラフェンを用いた電界効果トランジスタ（FET）デバ

イスを作製し、電気的な評価を行った。 

 フッ素付加により、抵抗率が上昇するとともに、p

型ドーピング効果が発生することを見た。 

 

※実験（Experimental）： 

グラフェン試料は、機械的剥離法によって SiO2 

(285 nm) / Si 基板上に作製した。このグラフェン試料

を Ar/F2プラズマにさらすことで、表面へのフッ化処

理を行った。 

電子ビーム露光装置を用いて、フッ化グラフェン試

料への電極パターンの露光を行った。プロセス中にフ

ッ素が脱離してしまうのを防ぐため、レジスト

（ZEP-520A）のベーク温度は 100℃とした。 

電子銃蒸着器により Ti/Au 薄膜を蒸着した後、リフ

トオフを行い、電極を作製した。 

 

※結果と考察（Results and Discussion）： 

図 1 に、得られた FET 素子の-VG特性のフッ化時

間依存性を示す。処理時間が大きくなるほど、グラフ

ェン表面に付加されるフッ素密度が大きくなり、抵抗

率も大きくなっていることが分かる。 

さらに、電荷中性点（抵抗率が最大値を取るゲート

電圧）がフッ化後に右側へシフトしていることから、

フッ化によってグラフェンが p 型にドーピングされ

ることが分かる。 

以上のように、フッ化処理によってグラフェンの電

気的特性を大きく変化させられることが確認できた。 

 
※その他・特記事項（Others）： 

・今後の課題 

フッ化グラフェンの伝導メカニズムを明らかにするた

め、温度特性を測定する。 
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図 1 フッ化グラフェン FET の-VG特性 


